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5.3 Transistoren



  

5.3 Transistoren
Wir unterscheiden bipolare Transistoren und 
Feldeffekttransistoren.

Heute besprechen wir die bipolaren Transistoren.

Man kann den Transistor als eine erweiterte 
Diode betrachten:



  

5.3 Transistoren
Wenn man zu einer Diode einen weiter PN-
Übergang hinzufügt gibt es 2 Möglichkeiten: 



  

5.3 Transistoren
Funktion eines Transistors:

Der Basisstrom steuert den Kollektorstrom. 



  

5.3 Transistoren
Funktion eines Transistors:

Der Basisstrom steuert den Kollektorstrom. Er 
schaltet ihn nicht nur EIN und AUS sondern 
steuert ihn proportional: 



  

5.3 Transistoren
Wichtige Eigenschaften eines Transistors:

UCE – Maximale Spannung zwischen Kollektor und Emitter

IC – Maximaler Kollektorstrom

Ptot – Maximale Verlustleistung

B – Stromverstärkungsfaktor

Ft – Transitfrequenz (B = 1)

Rth – Thermischer Widerstand

 



  

5.3 Transistoren
Übertragungseigenschaften eines Transistors:

 



  

5.3 Transistoren
Arbeitsbereich eines Transistors:

 



  

5.3 Transistoren
Äußere Beschaltung eines Transistors:

 



  

5.3 Transistoren
Gehäuse verschiedener Transistoren:

 



  

5.3 Transistoren
Gehäuse verschiedener Transistoren:

 



  

5.3 Transistoren
Datenblatt einesTransistors:
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5.3 Transistoren
Datenblatt eines Transistors:

 



  

5.3 Transistoren
Bezeichnung von Halbleitern:
Pro-Electron-Norm / EECA

Bedeutung des 1. Zeichens
 1. Zeichen Bedeutung

 A Germanium
 B Silizium
 C Galliumarsenid
 D Keramik
 R Cadmiumsulfid



  

5.3 Transistoren
Bezeichnung von Halbleitern:
Pro-Electron-Norm / EECA

Bedeutung des 2. Zeichens 
2. Zeichen Bedeutung               Wärmewiderstand Sperrschicht-Gehäuse R_{thJG}
A               Diode 
B               Kapazitätsdiode 
C              Tonfrequenz-Transistor                        > 15 K/W
D               Leistungs-Tonfrequenz-Transistor          < 15 K/W
E              Tunneldiode 
F               HF-Transistor                                      > 15 K/W
G               Hybride 
H               Diode magnetfeldabhängig
K               HF-Transistor                                      > 15 K/W
L               Leistungs-HF-Transistor                        < 15 K/W
M               Mischer 
N               Optokoppler 
P               Strahlungsempfänger Phototransistor, Photodiode,
Q               Strahlungserzeuger LED, Laser-Diode,
R               Thyristor oder Triac kleine Leistung 



  

5.3 Transistoren
Bezeichnung von Halbleitern:
Pro-Electron-Norm / EECA

Bedeutung des 2. Zeichens 
2. Zeichen Bedeutung               Wärmewiderstand Sperrschicht-Gehäuse R_{thJG}

S               Schalttransistor                                      > 15 K/W
T               Thyristor oder Triac
U               Leistungs-Schalttransistor                        < 15 K/W
V               Antenne 
W               Oberflächenwellenbauteil 
X               Diode 
Y               Diode 
Z               Z-Diode 



  

5.3 Transistoren
Bezeichnung von Halbleitern:
JEDEC EIA370B:

Diese amerikanische Norm ist nur als Mitglied der JEDEC zu 
bekommen. Ich habe auch sonst keine konkreten Informationen 
im Internet gefunden. Bekannt ist:

                                 1Nxxxx – Dioden

                            2Nxxxx - Transistoren



  

5.3 Transistoren
Der Transistor als Schalter:
Die Ansprüche an einen Transistor als Schalter unterscheiden 
sich von denen eines Transistors als Linearverstärker.

Beim Schalttransistor unterscheiden wir 3 Zustände:

Ausgeschaltet

Eingeschaltet

Umschaltvorgang



  

5.3 Transistoren
Der ausgeschaltete – gesperrte -  Transistor:

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-Reststrom

Auch der Reststrom ist von der

Beschaltung der Basis abhängig.



  

5.3 Transistoren
Der durchgeschaltete – leitende -  Transistor:

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung



  

5.3 Transistoren
Der schaltende Transistor:

                          Umschaltzeit

                 UCE-IC-Verlauf



  

5.3 Transistoren
Der schaltende Transistor:



  

5.3 Transistoren
Der beschaltete Schalttransistor:



  

5.3 Transistoren
Der beschaltete Schalttransistor:



  

5.3 Transistoren
Kühlkörperberechnung:

http://stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/

Kühlkörperberechnung (für den statischen Fall)
es gibt drei thermische Übergangswiderstände:
- Wärmewiderstand Chip-Gehäuse (Rthjc)
- Wärmewiderstand Gehäuse-Kühlkörper
- Wärmewiderstand Kühlkörper
Bei mehreren Transistoren auf einem 
Kühlkörper hat man praktisch eine 
Parallelschaltung der ersten beiden 
Widerstände
Als Wärmewiderstand Gehäuse-Kühlkörper 
kann man etwa einsetzen:
- Glimmerscheibe 0,3 [°C/W]
- Silikonscheibe 0,3 [°C/W]
- Wärmeleitpaste 0,1 [°C/W]
Die maximale statisch erreichte Chip-
Temperatur kann nun errechnet werden: 
Temp = P *(Rthcg + Rthgk)/Anzahl + P * Rthku 
+ Umgebungstemperatur 

http://stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/


  

Links

http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm

http://elektroniktutor.de/index.html

http://www.domnick-elektronik.de/index.htm

http://www.elektronik-kompendium.de/

http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm
http://elektroniktutor.de/index.html
http://www.domnick-elektronik.de/index.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/
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